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て種々の温度で観測した｡その結果 CaS:Bi3十やSrS:Bi3+蛍光体において観測 されるよ

うな,Bi3+ion内遷移であるA,B,C励起帯や,発光スペクトル紬 ける 3軍1u,3Alu- 1Alg

遷移に対応する2つの band(Ⅰ,Ⅰ)が観測されることがわかった｡又,SrS濃度が5,10,

15,95mol0/Oであるような試料において Ⅰ,Ⅰ発光帯及びd励起帯に現れるphonon構造 を

観測し,Ⅰ発行帯上の zero･phononlineの外磁場効果を観測した｡

さらにA,B,C励起帯の位置 ;WA,WB,Wcを用い,クーロンエネルギー;Fo,交換エネル

ギー;G,スピン軌道相互作用定数 ;Cを決定し, Ⅰ発光帯上の zero-phononlineが外磁場の

二乗に比例することから得られる比例定数 ;符の値も決定した｡

又,80K及び18Kにおいて丑発光帯の減衰の時定数を測定したO

2.ElectricalPropertiesandAESDepthProfileofA1203-InPInterrace

釜 地 英 樹

InterfacialpropertiesofA1-Al 203-Imp(MOS)diodesareinvestigatedbyusingcapacitance-

voltage(C-Ⅴ)techniqueandAugerelectronspectroscopy(AES)combinedwithionmilling.By

employingtheelectronbeam evaporationofsapphire,twotypesofMOSdiodesarefabricated;

sampleAisdepositedontheImpwa指rheldatroomtemperature,sampleBatabout-120oC･While

FermilevelattheinterfacemovesonlyintheaccumulationregionforthesampleA,forthesample

Bitonlypassesthedepletionregion.Forbothsamplesalargedensityofinterfacestatesisfoundby

theTermanmethodat1.2eVabovethevalencebandmaximum.TheAESdepthprofileofthe

sampleAhasthenarrowinterface,layer,butthatofthe-sampleBexhibitstohavethe/wideone.

TheexcessPisfoundintheinterfaceregionforbothsamples.

3･ Nd2Fel｡B,Y2Fe14B単結晶の磁気特性

徳 原 宏 樹

Sm2Co17永久磁石に代わる高性能Nd-Fe-B永久磁石が開発された｡Nb-Fe-B磁石は
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資源的に豊夢なFe及びNdを主原料とし,量産的に36MGOe,実験室的に45MGOeとい

う驚異的な(BH)maxを達成し,強い関心を呼んでいるoこのNd-Fe-B磁石はNd2Fe14B

相をベースとしており,その基本的な磁気的性質を理解するために,Nd2Fe14B,V2Fe14B

単結晶試料を用いて磁化測定及び磁歪測定を行い,次の様な結果を得た｡

(1) NdZFel｡B単結晶はT- 135Kでスピン再配列を起こし,磁化容多方向は〔00工〕から
(110)面内-傾き始める｡それに伴い磁気モーメントが異常に増加する｡

その傾きは4.2Kで約31度,77.3Kで約27度である｡ この原因は,Nd原子に働く結

晶場がその siteで大きく違うためだと考えられる｡

(2) V2Fe14BのT は562K,Fe原子の平均の磁気モーメントは2･22侮/Feとなり,純C

鉄の値2･20pB/Feに非常に近い｡R-Fe2元系金属間化合物と比較すると,磁気モー

メントもキュリー温度も大きな値であるo Nd2Fe14BのNd原子の平均の磁気モーメン

=ま3･4pB/NdとなりNd3'+ィォンの値 3･27pBtこ近くなっているO

(3) V2Fe14Bに高温でNd2Fe14Bには見られない余効現象が観測された｡

(4) キュリー温度付近の限られた温度範囲で非常に大きな強制体積磁歪 (30×10~90｡~1

程度 )が観測された｡また強制線磁歪の測定方向によ′る違いが大きいことが分かった｡

4.ElectricalPropertiesofAl-Sio-p-InPMOSDiodes

林 正 樹

TheelectricalpropertiesofinterfacebetweentheinsulatingSiOfilmandthep-InPareinvesti-

gated･Thesepropertiesareobtainedfrommeasuringthecapacitance-voltagecharacteristicsofboth

Al･SiO-pIInPandAl-Al 203-SiO-p-ImpMOSdiodes･

TheSiOfilmandtheAl 203filmarefabricatedbythethermalevaporationoftheSiOchunk

andbytheelectronbeamevaporationorsapphire,respectively.Forbothdiodes,theaccumulation

layerisnotestablishedattheSiOIP･tyPeInPinterfaceatanygatebiasvoltage.Thediodes,however,

Canoperateatthedepletionandinversionmode.TheAl 2030ntheSiOfilmisusefulindecreasing

leakagecurrentandinpreventingtheMOSdiodesfrom themoisture.
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